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電子線リソグラフィによる線幅10nm
の白金(Pt)細線・ナノギャップ電極の
作製プロセス

白金下地金属パターン：
ギャップ長 6nm
耐熱性 500℃

白金表面上金のヘテロエピタキシャル成長

無電解金めっきによる、
ヘテロエピタキシャル
Au/Pt構造

電子線リソグラフィと無電解金めっきの自己停止機能
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耐熱性 300℃
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白金上で、金が濡れた
状態（接触角64°）で
半球状に成長

拡大断面SEM, STEM
で、Au/Ptを跨いだ
格子縞

Appl. Phys. Express 12, 125003 (2019)

ヘテロエピタキシャル球状Au/Pt
ナノギャップ電極
ギャップ部で白金細線電極対上で、
金が無電解金めっきにより球状に
ヘテロエピタキシャル成長
無電解金めっきの自己停止機能

ギャップ長 0.7nm
曲率半径 5nm
耐熱性 300℃
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2nmスケールトランジスタ
単電子トランジスタ
単分子トランジスタ

Pd上Auヘテロエピ

ヘテロエピ球状Au/Ptナノギャップ電極
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